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【はじめに】 我々は絶縁基板上における Ge 固相成長

において、加熱堆積により前駆体の密度を制御するこ

とで、得られる多結晶 Ge 膜の劇的な大粒径化および

高移動度化を実現した[1]。さらに、本手法が Si1-xGex

（0.1 ≤ x ≤ 1）においても有効であることを実証した[2]。し

かし、Si1-xGex の固相成長における一般的傾向に反し

て、Si リッチ側（x < 0.5）では、粒径が小さくなる傾向が

見られた。この課題の克服に向け、まずはSiに関して、

前駆体の加熱堆積とその後の焼き締めの効果を包括

的に調査した。 

【実験方法】 Fig. 1 に試料作製プロセスを示す。石英

ガラス上に、基板加熱（堆積温度 Td : 50-700 °C）を行

いながら、非晶質 Si薄膜（200 nm）を EB蒸着した。同

一真空チャンバー内で焼締（700 °C, 2 h）を行った後、

N2雰囲気中にて熱処理（650 °C, 10 h）を施すことで固

相成長を誘起した。 

【結果・考察】 Fig. 2 より、加熱堆積による大粒径化に

加えて、焼締により顕著に粒径が拡大したことが判る。

前駆体焼締後のラマンスペクトルより、Td = 700 °Cでの

み、結晶核発生を示唆するピークが観測された[Fig. 

3(a)]。熱処理後のラマンスペクトルから、全ての Tdにお

いて結晶化を示唆するピークが確認された[Fig. 3(b)]。

Fig. 3(c)–3(e)の EBSD 像より、Td による顕著な粒径の

変化が確認された。これらの粒径を焼締後の前駆体密

度と共に、Tdの関数として Fig. 4に整理した。Tdの増加

に伴い、前駆体の高密度化に対応して結晶粒径が拡

大し、Td = 700 °C で小粒径化した。これは、前駆体形

成時の核発生に起因する[Fig. 3(a)]。以上の傾向は、

我々の固相成長 Ge の既報[1]に一致しており、Si にお

いても加熱堆積の有効性が実証された。現在、焼締の

Si1-xGexへの応用を推進中である。 

[1] K. Toko et al., Sci. Rep. 7, 16981 (2016). [2] D. Takahara et al., J. Alloys Compd. 766, 417 (2018). 
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